Laboratoire commun CRHEA -RIBER
RIBER GaN Process Technology Center (PTC GaN)

The GaN PTC laboratory was established in 2003. It is based in CRHEA
facm and benefits from more than 20 years of experience in GaN MBE

Son Riber MBE 32 and Compact 21 research systems) and
siruciura , optical and electrical characterizations.

Objectives / objectifs :

Development of the molecular beam epitaxy growth technique for GaN
and related materials : integration and testing of new equipments and

Etabli en 2003 dans les locaux du CRHEA, le laboratoire commun s'appuie sur processipublicationsiandiapglication|Notes
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de Ia croissance EJM de GaN
(systemes Riber 32 et Compact 21), et de leur caractérisation structurale,
optique et électrique).

Développement de la technologie de croissance par épitaxie sous jets
moléculaires des structures a base de GaN : intégration et tests de nouveaux
équipements, procédés de croissance, publications et notes d’application

Contacts: Growth of specific test structures for prospective users

Yvon CORDIER: CRHEA-CNRS, rue Bernard Grégory, Sophia Antipolis, 06560
Valbonne, France (yc@crhea.cnrs.fr)

Effectuer des démonstrations a la demande de clients potentiels (Prospects)

w4 { Training courses for RIBER's MBE customers
Catherine CHAIX: RIBER S.A, 31 rue Casimir Périer, BP 70083, 95873 F les cli 3 l'utilisati J i de ré de i

LA, S ¢ g RIBER Compact 21T MBE reactor ormer les clients a [utilisation et la maintenance de réacteurs de croissance
L Bezons Cedex, France (cchaix@riber.fr) (Trainings) )
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-GaN films and GaN/AIGaN quantum wells grown by plasma assisted molecular beam epitaxy using a high density radical source, Yvon Cordier, Benjamin Damilano, Phannara Aing, Catherine Chaix, Florence Linez, Filip Tuomisto, Philippe Vennégueés, Eric Frayssinet, Denis
Lefebvre, Marc Portail, Maud Nemoz, Journal of Crystal Growth (433) 165-171 (2016).
-Influence of nitrogen precursor and its flow rate on the quality and the residual doping in GaN grown by molecular beam epitaxy, Y.Cordier, F.Natali, M.Chmielowska, M.Leroux, C.Chaix, P.Bouchaib, Physica Status Solidi C 9, 523-526 (2012).

Ad in quality and unii ity of (Al, wells grown by molecular beam epitaxy with plasma source, F.Natali, Y.Cordier, C. Chaix, P.Bouchaib, Journal of Crystal Growth (311) 2029-2032 (2009).
of and bilayer i in the width of (Al,Ga)N/GaN quantum wells, F.Natali, Y.Cordier, J.Massies, S.Vezian, B.Damilano, M.Leroux, Physical Review B 79, 035328 (2009).
-Developments for the production of high quality and high uni it by ia MBE, Y.Cordier, F.Semond, J.Massies, M.Leroux, P.Lorenzini, C.Chaix, Journal of Crystal Growth (301/302) 434-436 (2007).
-Quality and uni it of A Q I Wells and HEMT grown by beam epitaxy with ammonia source, Y.Cordier, F.Pruvost, F.Semond, J.Massies, M.Leroux, P.Lorenzini, C.Chaix, Physica Status Solidi C 3, 2325-2328 (2006).

RIBER Application Notes

- 60825S72 Riber opens new GaN PTC / Lancement du Laboratoire Commun

- 60826N02 GaN on template / Croissance de GaN

- HLCOF7_Z17G GaN-p imp! I Améliorations de la croi GaN

- 60827M62 GaN uniformity results / Uniformités de couches de GaN avec source Ammoniac
- INDPHT_E3ZM_60828R92 plasma growth / Croissance plasma

- y ization Addon nitrogen source / Uniformités de couches de GaN avec source plasma
- HMCOF7_6W59_60829p92-AN Highly-doped-GaN / Dopage p de GaN
- F3AMD6_HMCO Growth-of-GaN- dots / Croi de boites q iq GaN dans des couches nitrures trés minces

LAYTEC
- Newsletter 37 February 2006 / EpiTT goes GaN MBE !
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